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Fig. 1

(57) Abstract: A method for pulling a single-crystal ingot from a
silicon melt according to the Czochralski technique, comprising the
following steps: (i) providing a silicon melt and a seed crystal of
monocrystalline silicon above the silicon melt, the silicon melt and/or
the seed crystal optionally comprising dopants; (ii) lowering the seed
crystal until contact has been made between the seed crystal and the
silicon melt; and (iii) pulling a seed cone, a thin neck, a head cone and
a cylindrical section of the single-crystal ingot, in this order, by rais-
ing the seed crystal; characterized in that the seed cone has an upper
diameter of not less than 12 mm and not greater than 22 mm, a lower
diameter of not less than 2 mm and not greater than 10 mm, and an
axial length of not less than 75 mm and not greater than 300 mm.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Ziehen eines Einkristallst
abs aus einer Siliziumschmelze gemih der Czochralski-Methode, um-
fassend die folgenden Schritte: (i) Bereitstellen einer Siliziumschmel-
ze und eines Impfkristalls aus einkristallinem Silizium {iber der Si-
liziumschmelze, wobei die Silizinmschmelze und/oder der Impfkris-
tall optional Dotierstoffe umfassen; (ii) Absenken des Impfkristalls,
bis ein Kontakt zwischen dem Impfkristall und der Siliziumschmelz
¢ hergestellt ist; und (iii) Ziehen eines Impflingskonus, eines Diinn-
halses, eines Anfangskonus und eines zylindrischen Abschnitts des
Einkristallstabs in dieser Reihenfolge durch Anheben des Impfkris-
talls; dadurch gekennzeichnet, dass der Impflingskonus einen oberen
Durchmesser von nicht weniger als 12 mm und nicht mehr als 22 mm,
einen unteren Durchmesser von nicht weniger als 2 mm und nicht
mehr als 10 mm, und eine axiale Lange von nicht weniger als 75 mm
und nicht mehr als 300 mm aufweist.
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